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Atomic data need for W ions

Wavelengths

Transition probabilities

Cross sections

Recommend:

ionization,recombination,excitation,emission

Search for W emission lines above 450nm

Search for W emission lines from charge states below W XXVII

Identification of emission lines from neon-like tungsten

Improvements to the existing codes

More identification lines needed!

タングステン：
次世代核融合炉の対
向壁材（有力候補）

www.iter.org

次世代熱核融合炉プラズマの密度・温度・輸送診断のために不可欠



Atomic data need for W ions

W III-LXXIV 
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Electron Beam Ion Trap (EBIT)
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EBITの多価イオン光源としての特徴
電子ビーム（単色・単向）          プラズマ光源との違い

イオントラップ       　ビームフォイル分光との違い

ビームエネルギーにより電離状態をきめ細かく制御

ビーム電流や磁場により電子密度を制御

エネルギー依存・励起関数・共鳴過程　

非等方性、偏光度

極細線状光源　　スリットレス

ドップラーシフトフリー

ドップラー拡がり小
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まとめと今後
タングステン多価イオン

　　CoBIT + 可視分光器
　　　  W XII~XXVIIにおいて多数の未同定ライン（350～420nm）

より長波長側（＞420nm)

寿命測定

CoBIT + EUV分光器　                                                                  

より高電離Ｗ多価イオン：数nm付近の多数の発光線

プラズマシミュレーション（プラズマ模擬分光）



プラズマシミュレーション　（プラズマ模擬分光）
任意のMaxwell-Boltzmann電子速度分布中の任意

の多価イオン種からの発光スペクトル

電
子
密
度

電子速度 0.2keV 10.6keV

EBITの電子エネルギーsweep
EBITの電子ビーム Te=2.0keV

電子エネルギー

電
子
密
度

sweep時間は電離平衡時間以下

デザインされたプラズマからのスペクトルを模擬

非MB分布プラズマからのスペクトルを模擬

非平衡プラズマからのスペクトルを模擬

任意の速度
分布を持つ

任意のプラズ
マからの

スペクトルを
模擬実験す

ることが可
能


